10.

Exercicios TE324

Transistores MOSFET e AmpOp

. Um transistor MOSFET em saturagdao pode atuar como um amplificador? Justifique.

. Para um transistor MOSFET canal N na configuracao de amplificador fonte comum com resistor de

degeneracao, quais as tensoes de fonte e de dreno tipicamente aplicadas em relacdo a Vpp?

. Para os circuitos abaixo, encontre a tensdo Vx. Em todos os casos considere |Vppo,| = 0.7 V e

|Vepsat| = 0.2 V, =100 e considere V4 = 100 V.

. Um MOSFET canal N é chamado assim porque é feito com um substrato tipo N7

. A polarizacdo do corpo do MOSFET deve garantir que as jungdes PN estejam sempre polarizadas

reversamente?

. Quando o corpo do MOSFET ¢ polarizado com uma tensdo diferente da tensdo de fonte ocorre uma

mudanca no canal do mosfet. Qual é o parametro da equacgao da corrente Ip que sofre alteracdo por
causa da alteracao da tensdo de corpo?

Um MOSFET é capaz de conduzir corrente da porta para o substrato?

. Quais as condigoes necessarias para garantir que o MOSFET estd nas configuragoes de (a) corte, (b)

chave fechada, ou triodo; e (c) em saturacao, ou amplificador?

. Quando um MOSFET esta em corte, o que pode ser garantido sobre a corrente Ip?

- . . W
Encontre a corrente Ix das configuracoes a seguir. Em todos os casos, considere ,unC(mf = ppCoy

~[=

0.25 mA/VZe |Vi,| = 1 V. Despreze a modulagdo do comprimento de canal e o efeito da polariz
de corpo.
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11. Para os circuitos abaixo, encontre a tensdo Vx e desenhe o modelo de grandes sinais. Em todos os

W w
casos considere ,unC’owf = ,upCOgcf = 0.25 mA/V? |Vi| =1V e considere V4 = 100 V para obter

a polarizacao do transistor. Despreze o efeito de corpo.
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12. Para os circuitos abaixo, defina os resistores de polarizacdo para garantir Ip = 1 mA e desenhe

W )
o modelo de pequenos sinais. Em todos os casos considere ,unCoxf = ,upCoxf = 0.25 mA/V2,
|Vin| = 1 V. Para definir o ponto de polarizagao despreze a modulagao do comprimento de canal, para
obter o modelo de pequenos sinais utilize V4 = 500 V. Para polarizacao e para o modelo de pequenos

sinais despreze o efeito de corpo.
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As dimensoes dos transistores de polarizacao sio iguais.
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Um ampop ideal possui ganho de modo comum igual a infinito e ganho diferencial igual a zero?
Um ampop ideal existe um curto-circuito fisico entre as entradas V™ e V= ?

Na configuracdo amplificadora Fonte comum, o ganho de Ay é baixo e a resisténcia de entrada é
infinita?

Nas configuragoes fonte comum com Rg e emissor comum com Ry o ganho de tensao Ay € influenciado
pelas resisténcias de fonte e emissor, respectivamente?

Nas configuragoes fonte comum com Rg e emissor comum com Rg é possivel modificar a resisténcia
de entrada alterando as resisténcias de fonte e emissor, respectivamente?
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A configuragdo porta comum possui resisténcia de entrada alta e por isso ndo influencia o ganho global
do circuito?

Qual a diferenca do ganho Ay entre fonte comum e porta comum?

Cite as principais vantagens de cada configuracao amplificadora com MOSFET;
Qual a melhor configuracao para um buffer de tensao? Explique

Qual a melhor configuracao para um buffer de corrente? Explique

Considere as configuragoes com Amp Op ideal abaixo e responda:

(a) Mostre que para a configuracdo indicada abaixo, o ganho Vg, /Viy, = —R1/R2
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(b) Mostre que para a configuragao indicada abaixo, o ganho Vi, / Vi, = 1
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¢) Especifique os valores dos resistores do circuito abaixo de forma que a corrente méxima emitida
E ifi 1 d ist do circuito abaixo de f t Axi itid
pela fonte de entrada seja de 1 mA e que o ganho seja de 3 V/V
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(d) Projete um circuito para realizar a seguinte operacao: 2V,1 — Vipo.

(e) Sabendo que Vj, = 3sin(wt) + 2, qual serd a equacdo de V,,; da configuragdo abaixo
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Vour = 18sin(wt) + 12

(f) Um aluno quer acionar uma lampada utilizando um gerador de sinais. Mas ao conectar a lampada
no gerador ele percebeu que a fonte possui uma resisténcia de saida muito alta para a aplicacao
que ele gostaria. Dessa forma o aluno decidiu utilizar um amp op ideal para garantir que a tensao
na lampada seja igual a da lampada. Complete o circuito abaixo para acionar a lampada.

100 k2

Vin 1 kO

24. Para as configuragoes amplificadores abaixo, obtenha as equagoes para R;y,, Rout € Ay
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25. Para as configuragdes amplificadoras com MOSFET abaixo, monte o circuito equivalente de um am-

plificador de tensao.
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26. Desenhe o circuito e especifique os resistores e a fonte de corrente de polarizacdo para um circuito
Fonte Comum para que R;, > 1 MQ, Ry = 2.5 kQ2 e |A,| = 10 V/V. Desconsidere a modulagao do

comprimento de canal e considere 2u,CopW/L = 241, Coe W/L = 0.5 mA/V2.
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Ra > 1 MQ
Rp = 2.5 k)
Ip =32 uA

27. Vocé deve acionar um fone de ouvido com um microfone de eletreto. O problema é que o fone de ouvido
pode ser visto como uma carga de 10 k) e o circuito com o microfone como uma fonte de tensdo com
resisténcia de saida de 100 k2. A tensdo gerada pelo circuito com microfone possui tensao suficiente
para acionar o fone de ouvido mas as impedancias atrapalha. Especifique uma uma configuracao
amplificadora com MOSFET para fazer um buffer de tensdo de forma que a resisténcia de entrada
da configuracao seja superior a 1 M) e que a resisténcia de saida seja menor que 1 k(2. Considere
ro = 100 kQ e 24,Co, W/L = 21, Cop W/L = 0.5 mA / V2.

DC
R > 1 MQ
I =1.9602 mA

13



